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(57) Abstract: The present invention relates to a method for
bonding a first substrate (4) with a second substrate (4),
wherein the first substrate (4) and/or the second substrate (4')
are/is thinned before bonding. The substrates (4, 4') may be
wafers, semiconductor substrates, metallic substrates, mineral
substrates, more particularly sapphire substrates, glass
substrates or polymer substrates. The first substrate (4)
and/or the second substrate (4') are/is fixed for thinning
and/or bonding on a carrier surtace (30, 30") of a carrier (3,
3", more particularly having a ring-shaped frame (2). The
first substrate (4) and the second substrate (4') are aligned
with one another before bonding on the basis of
corresponding alignment markings of the substrates (4, 4')
and are subsequently pre-fixed, more particularly
magnetically. Substrate fixings respectively have a substrate
fixing surface (9) for respectively fixing a substrate (4, 4')
and respectively have a carrier fixing surface (8) or carrier
fixing region surrounding the substrate tixing surface (9), for
the mutual fixing of the substrate fixings, wherein in
particular the carrier fixing surface (8) or the carrier fixing
region is magnetised or magnetizable, or alternatively the
substrate fixings can be fixed to one another by means of an
adhesive, by means of clamps, by means of a plug system or
electrostatically.

(57) Zusammenfassung:
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die vorliegende Erfindung betriftt ein Verfahren zum Bonden eines ersten Substrats (4) mit einem zweiten Substrat (4'), wobei
das erste Substrat (4) und/oder das zweite Substrat (4') vor dem Bonden gediinnt ist/wird. Die Substrate (4, 4') konnen Wafer,
Halbleitersubstrate, metallische Substrate, mineralische Substrate, insbesondere Saphirsubstrate, Glassubstrate oder
Polymersubstrate sein. Das erste Substrat (4) und/oder das zweite Substrat (4') werden zum Diinnen und/oder Bonden auf einem
auf einer Tréageroberfldche (30, 30") eines, insbesondere einen ringtérmigen Rahmen (2) aufweisenden, Trégers (3, 3') fixiert. Das
erste Substrat (4) und das zweite Substrat (4') werden vor dem Bonden an Hand von korrespondierenden
Ausrichtungsmarkierungen der Substrate (4, 4") zueinander ausgerichtet und anschlieBend, insbesondere magnetisch, vorfixiert.
Substratfixierungen weisen jeweils eine Substratfixierflache (9) zur Fixierung jeweils eines Substrats (4, 4') und jeweils eine die
Substratfixierfliche (9) umgebende Trégerfixierfliche (8) oder Tréigerfixierbereich zur gegenseitigen Fixierung der
Substratfixierungen auf, wobei insbesondere die Trégerfixierfliche (8) oder der Tréagerfixierbereich magnetisiert oder
magnetisierbar ist, oder alternativ die Substratfixierungen mittels eines Klebers, {iber Klemmen, iiber ein Stecksystem oder
elektrostatisch miteinander fixierbar sind.



